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１．概要（Summary） 

近年、環境に存在する未利用エネルギーを電気エネ

ルギーに変換し、利用するエナジーハーベスティング技

術が注目されている。その中でも、当グループでは熱から

電気を生み出す熱電発電の研究を行っている。また、シリ

コンをナノワイヤ状に加工することで、熱伝導率が減少す

ることが知られており[1]、熱伝導率を減少させ温度差が付

きやすい構造にすることで、より大きな発電力を得られる

構造にできるのではないかと考え、シリコンナノワイヤを用

いた熱電発電素子の作製、評価を行っている。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  125kV 電子ビーム描画装置、高

速マスクレス露光装置、プラズマアッシャー、多元スパッタ

装置、プラズマ CVD装置 

【実験方法】 

電子ビーム描画装置で行った工程について以下に示す。 

p-type (100), SOI: 88 nm, BOX: 145 nm, Si -

substrate: 745nmに 5分間アセトンで洗浄し、IPAに 1

分半洗浄したのち、純水でリンスを行った。その後、プラ

ズマアッシャーによるアッシングを 3分間行い、スピンコー

ターで 60 sec, 3000 rpmで HMDS と、NEB22A2を塗

布した。その後、110℃で 2 分ベークを行い、電子ビーム

描画装置を使用する下準備を行った。電子ビーム描画装

置を使用する際、フィールドサイズは 500 μm×500 μmで、

シリコンナノワイヤはフィールドをまたいで描画した。フィ

ードの境界部分に 1 μmの矩形を再度描画することで、シ

リコンナノワイヤが断線しないように工夫した。その後、早

稲田大学の施設で、エッチングを行い、パターンを形成し

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に幅 0.5 μmのシリコンナノワイヤを光学顕微鏡

で観察した画像を示す。画像の左中央にシリコンナノワイ

ヤと垂直に点線が見られる。これは、シリコンナノワイヤを

断線させないために入れた矩形のところが二重で描画さ

れることにより、太くなったのではないかと考えられる。 

 

Fig. 1 Image of the silicon nanowire 
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